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Information 
KP 903 A, KP 903 B, ıer 06 
KP 903 W 
Herstellerland: UdSSR 

Übersetzung ‚ bearb. 

Feldeffekt-Leistungs-Transistoren 

Allgemeines 

Die Trensistoren KP 903 A, KP 903 B, KP 903 W sind epitaxiel-planare Silizium-Feldeffekttransisto- 
ren nit pn-Übergeng vom n-Kenal-Typ. Sie sind bestimmt für den Einsatz in Empfangs- und Sendege- 

räten, als Schalter im unteren Prequenzbereich (bis 30 Miz) sowie in anderen Anlagen für allge- 

meinen Einsatz, 

Bauform: gemäß Gehäusezeichnung Bild 1 (hermetisches Metall-Keremikgehäuse) 

Betriebatenperaturbereich: =60 ... +100 °C 

Masse: max 6 g 

Bild 1: Bauform KP 903 A - KP 903 W 



Grenzwerte (toagg = 460 wnr +100 %) 

Drein-Source-Spennung VpSnax 20 V 

Gate-Source-Spannung 1J„=...x 15 V 

Gate-Drain-Spannung Um 20VY 

Drainstrom A OTA 

Gateatrom Ig 15 m 

1 

?:f::ti.i:am.'f. +25 °%) Tnaı ©N 

Sperrschichttemperatur imax 150 %c 

Wärmewiderstand L 25 °c/ 

» Im Temperaturbereich von t„„ = 425 sa +100 90 wird PD_: nach folgender Formel berechnet: 

E: ‚42] A 

Der minimale Abstand zwischen den Lötatellen an den Anschlüssen und dem Gehäuse ist 1 mm. 

Die Löttemperatur #0ll nicht 260 °C überschreiten, die Dauer der Lötung darf maximal 3 s betragen. 
Während des Lötens ist die Wärmeableitung von der Lötstelle zu sichern und das Transistorgehäuse 

801l gegen das Auftreffen von Flußnittel und Lot geschütgt werden. 

Die Anschlüsse dürfen nicht verbogen oder um ihre Achse verdreht werden. 

Kennwerte  (tamp = 25 %10 %) 

Kurz- Ein- | Meßbedingunge 
zeichen| min. max. | heit s © Uog ä Ug £ 

Hz T Y v 

Vormärtasteilheit | Yoyg 100 - 103 — 104 
KP 903 A 85 140 mA /Y 

KFE 903 B 50 130 m/ 

KP 903 W 60 140 mA /Y 

Drain-Source-Kurz= 10 o - 
schlußstrom Tpss ® 
KP 903 A - 700 1 

Gate-Restatrom To85 - 0,1 | un ( =15 - S 

Drain-Reststrom Ipsx - 1 yr - - =20 - 

Abschnürspannung Up 5 - Ip=10 yn 

KP 903 A 12 B 

KP 903 B 6,5 Y 

KP 903 W 10 T 

ä;o-ßouz-oe-!tnpn:.- Cos - 18 pr - =15 - 105 — 107 
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FYortaetzung der Kennwerte 

KF 903 A = KP 903 W 

Kurz- Xin- | Meßbedingungen zeichen |min, max, | heit | Un — Uos Vop r 
Y v 2 

Gate-Drain-Kapa- |c, - 15 - =20 0 10% 407 zität ® n ® 
Kenalwiderstand * ps(on) 0,2 00 - - 

KP 903 W - 10 | obm 
- 7 Leietungaverstär 6 76 16 | @ | 1000p44.) 0 » 3.10 

Ausgangsleistung | ?.., | 90 600 | mW |10(Un.4.) 0 + 3,107 
Rauschspeannung M - 5 % 10 In-la E 105 

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verläufe und tragen rein informativen 
Charakter. 

Die Angabe der 95 %-Grenzen dient der Verdeutlichung der möglichen Streubreite ( 
Abhängigkeit; —— ---—=©Grenzen der 95 %-Verteilung). 
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- an Bild 2: Typische Ausgangskennlinien 
— €ä a) im Anfengsbereich 

o — hsa 7V %) im Impulsbereich 
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Bild 3: Steilheit in Abhängigkeit Fr i —— 

a) vom Drainstrom (für KP 903 A} 6 Ea 
b) von der Gate-Source-Spemnung 

(für KP 903 A) €) 

6) von der Umgebungstemperatur « 6 +40 +80 +120 
(für KP 93% A) —— 
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Bild 4: Drainstrom in Abhängigkeit von der B414 5: Reuschspannung in Abhängigkeit von 
Gate-Source-Spannung für KP 903 A der Frequenz 
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Bild 6: Gate-Source-Kapazität in Abhängigkeit von DBild 7: Gate-Drain-Kapazität in Abhängigkeit 

der Gate-Source-Spannung von der Gate-Source-Spannung 
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Bild 8r Relative Änderung der Gate-Souwrce-Durch- Bild 9ı Relative Änderung der Drain-Source- 

bruchspannung in Abhängigkeit von der Durchbruchspannung in Abhängigkeit von 

Umgebungstemperatur der Umgebungstemperatur
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Bild 10; Maximal zulässiger Drainstrom ‚” — p414 41: Harinel zulässige Verlust- — 
in Abhängigkeit von der x leistung in Abhängigkeit von *C 
Gehäusetemperstur 

der Gehäusetemperatur 

Bild 12: Abhängigkeit des Leistungs- 

verstärkungsfaktors von 
der FPrequenz 

AT Tronsistory Cast 4 (Transistoren Teil 4) 
Elorg Moskva, 5, 1ET 

/2/ Poluprovodnikovye pribery Tranzistory ‚voönik 
(Halbleiterbauelemente !nnniltom 'buoh) 
1985 Energoatomisdat Moskva S, 874 

FEA Pr.ihnr;- poluprovodnikı mmjngofi!fggn.istw KP 903, 
l°hl.fl.€.mil & n Oatenbibtter (Helbleiterbauelemente Transistoren KP 903, eteehuedlen or brmegan men nralmlll e Bedingungen 336,158 TB) H a } 

Oan :=:_- im Sinee des techni- 
\schen Fortschritis sind vorbeheiten. 

—_- — —_- —— 

Herausgeber: 

veb elaktronik berlin 
I vır komnbinet: mükeroekekr onik. 
Mainzer Straße 25 
Berlin 1035 
Telefon: 5 80 05 21, Telax: 011 2981; O1 3055 


